AVTOMATIKA, RABITO VO INFORMASIYA TEXNOLOGIYALARI

Kompiiter qurgular: va texnologiyasi

Ne 1/2025 sah.57 - 60

UOT621.004.37

https://doi.org/10.30546/678209.2025.01.036

KARBON NANOBORUCUQLAR VO KOMPUTERLORIN GOLOCOYI

TAslanov Okrom 9hmad oglu, 2Kasamanli Hamlet Ciimsiid oglu,
3Yaqubova Lals Emin quz1

13Ganco Dovlot Universiteti, 2Azorbaycan Texnologiya Universiteti
Taslanov.akram@mail.ru; *hamlet.kesemenli@mail.ru; lalayaqubova@mail.ru

Xiilasa. Miiasir kompiiterlorin asastmi  yarimkegirici tranzistorladan quirulmus montiq
sxemlori tagkil edir. Bu elementlorin indiki yaradilma texnologiyasi - silikon ¢iplords bir-
birindan eni minimum 20 nanometra qadar (bundan daha six olanda elektronlar tranzistorun
ayirict tabagalorini desa bilir - cigwrlar arasinda qisa qapanma yaranwr) arali yerlasdirilmis
cigirll mikrosxemlordir. Diinyada artiq en kasiyi nanometr olan karbon nanoborucuqlar
alimmigdir vo ondan istifado olunmagla tranzistor yaradilmigdir. Bu texnologiyanin amali
yvaddas qurgularinda istifadasi, yaddasin sixligini va siiratini 10-larla dafs artira bilor.

Acar sozlar: kompiiter, elektron yaddas, tranzistor.

Giris. 1985-ci ild Robert Kerl, Harold Kroto va Rigard Smolli karbon atomlarinin yeni
halin1 — fullerenlori kosf etdilor. Onlar bu kosfo gora 1996-c1 ildo Nobel miikafatina layiq
goriildiilor. Fullerenin molekulunun osasin1 karbon atomlar: togkil edir. Bu kimyovi elementin
forqlondirici xiisusiyyoti ondan ibarotdir ki, o, miixtolif torkibli maddolorlo, miixtalif
qurulusda asanligla birlogir. Kimyadan moalumdur ki, karbonun asasan iki allotrop hali - grafit
va almaz mdvcuddur. Fullerenlorin kosfindon sonra karbonun yeni bir allotrop hali da askar
edildi.

Fulleren molekulunun qurulusunun tadqiqini davam etdiron Yaponiyali professor
S.lidzima 1991-ci ildo nanoborucuq adlanan uzun karbon silindrini miisahido etmisdir (sokil

).

Sakil 1. Karbon nanoborucuq.

Nanoborucuq — milyon karbon atomundan ibarot elo bir molekuldur ki, borunun
diametri nanometr tortibinde, uzunlugu ise bir ne¢o on mikrondur. Borunun divarlarinda
karbon atomlar1 diizglin altibucaglinin tops noqtalorindo yerlosir. Nanoborucuglarin diametri
tiikkdon 100 dofs kicik olmasina baxmayaraq, davamli vo mohkomdir. Poladdan 50 - 100 dafa
mohkom, hom do sixlig1 poladdan alt1 dofo kigikdir. Nanoborucuglar méhkom rezin borulari
xatirladir. Xarici mexaniki gorginlikdon borucuq qirilmir, sinmir, sadoca onun togkil olundugu
atomlar 6z yerini doyisir. Onlarin elektrik, maqnit vo optik xassalori do forqlidir. Qeyri-adi
elektrik xassalorine malik olan nanoborucuqlar nanoelektronika ii¢iin yaxs1 materialdir.

Karbon nanoborucuq (KNB) tranzistorlar. Aydindir ki, mikrosxem istehsal {i¢iin
indi istifads olunan silikon bazali ananavi texnologiyalar 6lgiilorina (kicikliyine) goérs artiq 6z
nozori sorhodlorine (12 nanometr) ¢atmisdir. Mikrosxemlorin osas funksional hissosi olan
tranzistorun Olg¢iilori iso molekulun Sl¢iilorine - nanometrlors yaxinlasmisdir. Demali, silisium
metal-oksid-yarimkecirici erasini bitmis hesab etmok olar. Bu istiqgamotdo yeni texnologiya -
tranzistorlarin silikon ovozino KNB bazasinda hazirlanmasidir. Belo tranzistorlar soloflorino
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nisboton daha ki¢ik (molekul 6l¢iilorino yaxin) vo daha tezisloyondir (hesablamalara goro
KNB-Ior terrahers tezliklorinds isloya bilor - indiki kompiiterlordon 100 dofalorls ¢ox).

Bu tranzistorlar neco hazirlanir. Tranzistoru KNB-lordan istifads etmokls anonavi saha
tranzistorlarina analoji yaratmaq olar. Bunlarda otiiriicii kanal kimi KNB-dan istifads olunur
(Sakil 2).

Tranzistor asagidaki kimi hazirlanir: Silisium sotho monsab (stok) vo monbo (istok)
olan elektrod ciitii tozlandirilir. Onlarin arasina KNB yerlosdirilir. Soth 6zii siirgii(zatvor) rolu
oynayir. Adi halda desiklor iiglin sodd oldugu {igiin kanal baglidir. Kegirici zona (3oHa
MPOBOAMMOCTH) Vo valent zona (BaneHTHast 30Ha) eni bir neco Ev olan qadagan zonasi ilo
ayrilir (sokil 2a). Siirgliye gorginlik versok KNB olan yerdos elektrik sahasi yaranir vo onun
zona diaqrami doyisir, KNB yaxsi kegiriciya ¢evrilir (sokil 2b). Beloliklo siirgiido gorginliyi
dayismoklo KNB-da corayani tonzimlomaok olar - taranzistoru agmaq va baglamaq olar.

30Ka npoBOgMOCTH 30Ha nposoZMoCTH
3 6)
Banenthas BanewTha
i 3042
Herox Crok

Merox Crox

Sakil 2. Tranzistoun xarici sahasiz (a) va xarici sahali (0) zona diaqgramlar

KNB tranzistorlarin hazirlanma texnologiyalar1 silisium texnologiyalarina nisbaton
daha sadadir. Bu tip tranzistorlar1 KNB torkibli “boya’n1 ¢okmokls yaratmagq olar. Hal-hazirda
KNB tranzistorun biitév (elektrodlu, izolyasiyali vo KNB kanall) ¢ap1 texnologiyasi da
movcuddur. Bundan olava Y — sokilli KNB-lor sintez etmok miimkiindiir ki, he¢ bir alavo
elementdon istifads etmoadon tranzistor yaratmagq olar. Bels tranzistorun elektron mikroskopda
alinmig fotosu sokil 3-do gostarilir.

Hetok @
3areop o—-I
Crox ©

Sakil 3. Y-sakilli KNB trannzistor
Belo strukturun yaradilmasi {i¢iin hazir KNB-nin iizorino ikinci budagin (et 2)
yaranmasina xidmot edon katalitik aktiv titan nanozorrociklori tozlandirilir. KNB-nin
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govdosino gorginlik verondo elektronlarin bir budagdan o birino axim1 dayanir. Elo ki,
gdvdonin potensiali 0 olur, budaqlarda corayan axini barpa olunur. Belsliklo bu struktur saho
tranzistoru kimi foaliyyat gostorir.

Movzunun aktualligi. Kompiiterlorin funksional qugularinin — mikroprosessor va
yaddasin yeni texnoloyali element bazasi osainda yaradilmasi, onlarin infrmasini emal etmo
stirotini onlarla dofs arira bilor. Miizakira olunan karbon nanoborucuqlu tranzistorlardan
montiq sxemlorindo istifado, yeni — nanoelektronika noslli kompiiterlorin yaradilmasi
demokdir.

Tadqiqatin maqsadi. Kompiiterlorin  yaradilmasinda todqiq olunan yeni
texnologiyalar1 arasdirmaq va bu tipli praktiki todqigatlarin aparilmasini stimullagdirmaqdir.

Tadqiqat obyekti. Nanoborucugqlar asasinada yaradilmis tranzistorlar.

Tadqiqat metodu. Nanoelektronika sahoasindo miixtolif todqiqatlarin naticalorinin
birlikdos analizi vo bu istiqgamatli pepsektivlorin prognozlasdirilmasi.

Noatica. Budaglanmig KNB texnologiyast kompiiterlor iigiin ifrat kompakt vo ifrat
tezisloyon mikrosxemlorin yaradilmasina imkan yaradir. Bu texnologiyalardan istifads
olunmagla yaradilan montiq sxemlorinin omoli yaddas qurgularinda istifadosi, yaddasin
sixligini va siiratini 10-larla dofo artira biler.

Tadqiqat isinin tatbiqi shamiyyati. KNB tranzistorlarin hazirlanma texnologiyalari
silisium texnologiyalarina nisboton daha sadadir. Mateialsiinasligda en kosiyi nanometr olan
karbon nanoborucuqglar alinmigdir vo fiziklor artiq ondan istifado olunmagqla tranzistor
yaratmiglar. Bu texnologiyanin omali yaddas qurgularinda istifadesi, yaddasin sixligini veo
stiratini 10-larla dofs artira bilor. Bu istiqgamatli tadqiqatlarin Azarbaycanda aparilmasi ligiin
sorait vo perspektivlor var.
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YIJIEPOJHBIE HAHOTPYBKHU U BYAYIEE KOMIIBIOTEPOB
AcaanoB A.A., Kacamannu I'./Ik., SAry6oBa JLE.
PE3IOME
OCHOBOM ~ COBPEMEHHBIX  KOMIIBIOTEPOB  SIBJISIIOTCA  MOJYNPOBOJIHHKOBBIE
TPAH3UCTOPHBIC JIOTUYCCKHUE CXEMBI. TexHomornss HBIHENTHETO MOKOJCHUS 3THX DIIEMEHTOB
MPEJCTaBIsIeT COOOM KPEMHHUEBYI0 MHKPOCXEMY, JIOTHYECKHE OJIIEMEHTBI U KOTOPOM
PaCIOJIOKEHBI Ha TPEKax, PACCTOSTHUE MEXTy HUMHU He MeHee 20 HM (HIKE 3TOr0 3HAYCHUS
MPHUCXOIUT KOPOTKOE 3aMBIKaHUE MEXAY Tpekamu). Vcrmomb3ysl yriaepoaHble HaHOTPYOKHU
yKe CO3JaH TPaH3UCTOp ¢ pazMepoMm Oimm3kuM 1 HM. Mcronp3oBaHWe 3TON TEXHOJOTHU B
3allIOMHUHAIOIINX yCTpOfICTBaX MOKCT YBCIWYUTH IIJIOTHOCTH U GBICTpOHeﬁCTBHe IHaMATHN
JECSTKHU pas.
KuroueBble cj10Ba: KOMIBIOTEP, JIEKTPOHHAS TAMSATh, TPAH3UCTOP.
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CARBON NANOTUBES AND FUTURE OF COMPUTERS
Aslanov A.A., Kasamanli H.J., Yaqubova L.E.
SUMMARY

The basis of modern computers is semiconductor transistor-derived logic schemes.
The present generation technology of these elements is silicon chips that are spaced with a
width of less than 20 nanometers (more closely interconnected with electrons, which breaks
the separating layers of the transistor). In the world, carbon nanoscapilys have already been
cut off and the transistor (metal-semiconductor) has been purchased. The use of this
technology in practical memory devices can increase memory density and speed by over to 10
times.

Keywords: computer, electronic memory, transistor.
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